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Тема 5. 
Туннельные диоды
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ВАХ туннельного диода

Рис. 30
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Вариант конструкции туннельного диода

Рис. 31 а
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Усилитель отражательного типа

Рис. 31 б

f0 = 1 ÷ 30 ГГц ;

Kp = 10 ÷ 30 дБ;

Pвых < 10 мВт

Rd < 0



Обращенный диод

Рис. 32
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